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Кремний широко используется в современной оптоэлектронике, но его примене-
ние ограничено фотоприемными устройствами, т.к. до сих пор не существует эффек-
тивных кремниевых светоизлучающих структур. Однако явление фотолюминесцен-
ции пористого кремния позволяет использовать его в качестве преобразователя дли-
ны волны совместно с полупроводниковыми излучателями, в частности со светоди-
одными структурами на нитриде галлия [1]. В данной работе рассматриваются фото-
люминесцентные свойства ПК на подложке p-типа, полученные при возбуждающем 
излучении с длиной волны 444 нм, соответствующем спектру излучения синего све-
тодиода. 
Исследовалась зависимость яркостных и спектральных характеристик фотолюми-
несценции от условий формирования пленок пористого кремния, полученных на мо-
нокристаллической кремниевой подложке p-типа. Всего было проведено две серии 
экспериментов. Образцы различных серий были приготовлены при помощи различ-
ных составов травителей. Образцы каждой серии отличались друг от друга режимом 
электрохимического травления — для получения слоев ПК различной пористости 
путем изменения плотности тока анодирования [2]. 
Для приготовления первой серии образцов был использован раствор HF (45%) : 
C2H5OH = 1 : 1, для второй — HF (45%) : C3H7OH : H2O = 1 : 1 : 1. Анодирование 
проводилось в диапазоне плотностей тока от 5 до 50 мА/см2. Пористость образцов 
измерялась гравиметрическим методом. Полученные спектры представлены на рис. 1 
и 2. 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции первой 
серии образцов 






Рис. 3. Зависимость интенсивности излучения от плотности тока для первой (а) и второй (б) серии образцов 
Для первой серии была получена прямая зависимость интенсивности излучения 
от плотности тока анодирования и, соответственно, от пористости образца. Для вто-
рой серии зависимость не столь явная, однако тоже близка к ожидаемой [3]. 
Зависимости спектральных характеристик от пористости не наблюдалась. При 
этом спектр ФЛ образцов второй серии заметно отличается от первой, из чего следу-
ет, что спектральные характеристики определяются режимом анодирования и мало 
зависят от пористости. 
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Одним из основных направлений развития электронной промышленности на со-
временном этапе является увеличение степени интеграции при критических размерах 
элементов интегральных схем на уровне 20 нм и менее. Общепризнанно, что даль-
нейшее увеличение степени интеграции в ближайшем будущем станет возможным за 
счет 3D (объемной, трехмерной) интеграции. Технология трехмерной сборки кри-
сталлов является одним из наиболее перспективных методов, позволяющих снижать 
размеры микросхем за счет повышения плотности упаковки, увеличивать пропуск-
ную способность соединений внутри кристалла  и уменьшать его энергопотребление. 
Среди известных методов 3D-интеграции особое место занимает вертикальная сис-
темная  интеграция с формированием отверстий в кремнии, позволяющая осуществ-
